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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

Conformément a la CECC 50 000 3° EDITION
(NF C 86-010)

uTE C 86-613/038

Mars 1981

1 - DESCRIPTION MECANIQUE

Références d'encombrement

_CE1191-2 - B18.C 14b

(JEDEC : TO-3)
Référence frangaise : TO-3iF-24

Sortie reliée au boitier : Collecteur

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

2 N 6338
2 N 6339

2 N 6340
2 N 6341

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :
Voir paragraphe 7 de ce document.

2 - BREVE DESCRIPTION

Marquage : Voir paragraphe 6 Matériau semiconducteur . Silicium
de ce document. Polarité : NPN
Matériau du boitier : Métal
Application . Amplification
basse fréquence
Puissance : Température
de boitier
3 - NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE
FetlL
4 - VALEURS LIMITES (Systeme des limites absolues)
Ces valeurs s’appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.
PARAGRAPHE. VALEUR
CECC 50 003 SYMBOLE UNITE
NF C 86-613 min | max
4.1 Température de boitier de fonctionnement Tease 551- 150 °C
42 Temperature de stockage Teotg 65 1. 200 °C
4.3 Tension continue maximale collecteur-base Veeo
2 N 6338 120 v
2 N 6339 140 A\
2 N 6340 160 \Y
2 N 6341 180 v
44 Tension continue maximale collecteur-émetteurily 0 Vceo
2 N 6338 100 " A
2 N 6339 120 \
2 N 6340 140 A
2 N 6341 150 \Y

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

repondant a la présente spécification particuliére.
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VALEURS LIMITES (Suite)

Paragraphe Valeur
CECC 50003 Symbole Unité
NF C 86-613 min | max

45 Tension continue maximale émetteur-base VEBO 6 \Y

4.6 Courant continu maximal de collecteur Ic 25 A

4.7 Courant maximal de base IB 10 A

48.2 Température virtuelle de jonction TM) 200| °C

et
Limite absolue de dissipation de puissance Pt ot 170 w
{voir paragraphe 9).
5.— CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de controle
- {groupes-A-et C). : :

Paragraphe ‘g Caractéristiques et conditions a Tcase =25°C Valeur
CECC50003| = T . Symbole Unité
NF G 86-613 g sauf indication contraire min | max

5.1 A2 Rapport de transfert direct, statique, en émetteur commun hore(1) 30 120
Ic=10A; Vee =2Vv*
5.2 A2 Rapport de transfert & Ic =25A; VCE =2V hyie(2) 12
Rapport de transfert a Ic =05A; VcE =2V hs1e 50
5.3 C2a Fréquence de transition a VCE =10V ; IC =1A
f=10 MHz fr 40 MHz
5.4 A2 Courant résiduel collecteur-base a : leBo(1) 10 uA
VCB=120V 2N 6338
VCB=14OV 2N 6339
VCB=160V 2 N 6340
VCB=180V 2N 6341
5.4 Courant résiduel collecteur-émetteur a VBE =—15V lcexin 10 uA
Vee =100V 2NB338
Vee =120V 2N6339
Vee =140V 2N 6340
VCE=150V 2N 6341
5.4 Courant résiduel collecteur-émetteur a : lCEO(l) 50 uA
' Veg = 50 V 2NG6338
VCE = B0V 2NB6339
VCE = 70V 2N6340
VCE: 75V 2N6341
5.5 C2b | Courant résiduel collecteur-émetteur a : ICEX (2) 1 mA
T =150°C:; V. =—18V; V_._=100V 2N 6338
case BE CE
Vee = 120V 2N 6339
VCE =140V 2N 6340
VCE =150V 2N 6341
Courant résiduel émetteur-base 3 VE g =B \' lEBO 100 | pA
* Mesures en impulsions : t_ = 300uS ;6 < 2%.
Documents
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Suite)

’

Paragraphe 2 Caractéristiques et conditions 3 T case ~ 25°C Valeur )
%E;g ggg?g ‘s sauf indication contraire Symbole i | max Unité
5.6 A3 Tension de saturation collecteur-émetteur 3 : VeEsan) 1,8 v
|c=25A; IB=2,5A‘
5.6 Tension de saturation collecteur-émetteur a : VCE(sa 0 1 v
lc=10A; IB=1A'
5.7 Tension de saturation base-émetteur 3 : VBE (sat) 1,8 \'
|C=105: g =1A*
5.7 A2 Tension base-émetteur 3 : VBE 18 v
Ic=10A; V =2V"
5.8 Résistance thermique jonction-boitier R thij-case) 0,88 | KW
A3 Tension de maintien collecteur émetteur 3 IC =50 mA ; VCEO(sus) .
g =0 L=26mH 2 N6338 100 v
2 N 6339 120 \
2 N 6340 140 v
2 N 6341 150 v
Capacité de sortie en basse commune 3 VCB =10V;
lg =0 f=1MHz Caap 300 | pF
* Mesures en impulsions ty =300uS ;6 < 2%.

6. — MARQUAGE :Chaque transistor porte le marquage suivant ;

— identification ; -
- numéro du modéle ;
— date codée.

7. — INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :

Les informations minimales suivantes sont nécessaires pour commander un dispasitif :

— numéro de modeéle ;

— rétérence CECC de {a spécification particuliére avec numéro d'édition et/ou date ;

— niveau d'assurance de Qualité et si nécessaire séquence de sélection définie en Annexe V1 de la CECC 50 000 :
— toute autre particularité :

Exemple : 2 N 6338 selon CECC 50 003-038 1ére édition, niveau F.
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